第26回高輝度電子源開発G会合

2010年8月4日

場所：姫路市文化センター第一会議室

参加者：西森、羽島、永井（JAEA)、山本、本田、内山（KEK)、桑原、鈴木（名古屋）、伊藤、中村（東大）、松葉、飯島、久保、栗木（広島）

○カソードとレーザーの開発について議論を行った。

6/23にKEKと名古屋大学とカソード開発について打ち合わせを行い、10mA, 1.0p.mm.mrad、早いレスポンスを実現するカソードを当面の方針として開発を進めることとした。

C:この目標はCERLのレビューでの数字だが、周回ビームなのか電子銃での値なのか曖昧である。しかし周回部での値として解釈すべきだと思う。そうすると電子銃としての値は10mA, 1.0p.mm.mmradの数分の一程度と考えるべきだろう。

○カソード開発

バルクGaAs、薄膜(活性層の厚みを抑制）GaAs、超格子という順で製作していく。バルクGaAsについては開発要素はない。

超格子の状況であるが、励起波長780nm前後, GaAsP/GaAsの偏極電子用は既存の技術であり製作は容易。しかしQEは低いのでテスト用である。

700nm前後の励起波長で、早いレスポンスをもち、量子効率が大きい超格子カソードは設計、試作、テストなど開発が必要である。1バッチ800万円程度必要だろう。設計は割合早く可能だが、成長の条件出しなど製造のため試験に数ヶ月必要。

○レーザー開発

既存の532nmレーザーでバルクGaAs、薄膜GaAsのテストを行う。

OPAによる波長可変レーザー開発は、オシレーターとOPAが開発課題である。5W, 532nmの二倍波生成までできているので、OPAの開発を今年すすめていく。また30Wのアンプの自前での製作を予定しており、SHG効率50％、OPA効率10％として1.5W程度は可能性がある。

○開発方針について

既存の技術、すなわちバルクGaAs＋532nmレーザーでのテストを行っていき、カソードは超格子、レーザーはOPAを開発として進めていく。

波長のマッチングはOPAとれるので、情報交換は重要だが、各々開発を進めていっても大きな齟齬は生じないだろう。

超格子の開発は名古屋が中心となり、KEKとの大学支援の枠組みを中心としておこなう。カソード特性のテストをJAEAや広島で行うことになった段階で、枠組みを広げることを考える。

薄膜GaAsはパラサイトで試作して、レスポンスのスタディーを行う。

Q：カソードを製作した場合、砒素キャップは可能か。

A:今の製作装置では砒素キャップはできない。化学洗浄、加熱洗浄をおこなって表面を出す。

C:今後は東京大学にも電子銃会議に参加いただき、適宜レーザー開発状況を報告してもらう。

C:カソードの性能評価にグループとして取り組む体制を考える。

次回会合は9/6（月曜）　13:30より

文責　栗木　　　　

